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１．概要（Summary） 

半導体エッチングプロセスの研究開発のため、エッチン

グ前後の半導体ウエハーの構造や組成変化の解析を目

的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

電界放出形走査電子顕微鏡(S4800) 

【実験方法】  

エッチング前後の半導体ウエハー試料を、S4800 顕微

鏡を用いて構造や組成をそれぞれ分析した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

最初はエッチング前の SiN と SiO2で組成する多層膜

の試料を S4800 顕微鏡で表面の形態と組成を分析した。

Fig. 1に表面の窒素と酸素の元素の量を示す。結果によ

ると、酸素と窒素は共に存在した。 

 

Fig. 1 Image of SiN/SiO2 stacked multilayer films 

before etching and the atomic amounts of N (red) 

and O (blue) counted by EDX. 

 

Fig. 2 にはエッチングされた多層膜の試料の形態と

組成を示す。上の部分は穴が出てきて、窒素の量も少な

くなった。 

 

Fig. 2 Image of SiN/SiO2 stacked multilayer films 

after etching and the atomic amounts of N (red) 

and O (blue) counted by EDX. 

 

EDX マッピングで窒素の量を試料全体で測ると、上の

エッチングされた部分は窒素の量が下のエッチングされ

ていない部分より大幅に少なくなった（Fig. 3）。それは

SiNがエッチングされた証となる。 

 

Fig. 3 Image of EDX mapping of N atom to 

SiN/SiO2 stacked multilayer films after etching. 
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